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【手続補正書】
【提出日】平成25年10月1日(2013.10.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多孔質体の弁作用金属からなる陽極導体表面に誘電体層を形成する工程と、アミノ基を
持つシランカップリング剤の溶液を塗布し乾燥して前記アミノ基を持つシランカップリン
グ剤層を形成する工程と、ポリアニオンを含有する導電性高分子分散液を塗布し乾燥して
固体電解質層を形成する工程を含むことを特徴とする固体電解コンデンサの製造方法。
【請求項２】
　多孔質体の弁作用金属からなる陽極導体表面に誘電体層を形成する工程と、前記誘電体
層表面に第１の固体電解質層を形成する工程と、アミノ基を持つシランカップリング剤の
溶液を塗布し乾燥して前記アミノ基を持つシランカップリング剤層を形成する工程と、ポ
リアニオンを含有する導電性高分子分散液を塗布し乾燥して第２の固体電解質層を形成す
る工程を含むことを特徴とする固体電解コンデンサの製造方法。　
【請求項３】
　前記導電性高分子溶液は、負のゼータ電位を有することを特徴とする請求項１または２
に記載の固体電解コンデンサの製造方法。
【請求項４】
　前記導電性高分子分散液は、ピロール、チオフェン、またはアニリン、もしくはピロー
ル、チオフェン、またはアニリンの誘導体を少なくとも１種以上含む重合体を含有し、前
記ポリアニオンの含有する質量が前記重合体の２倍以上であることを特徴とする請求項１
から３のいずれかに記載の固体電解コンデンサの製造方法。
【請求項５】
　多孔質体の弁作用金属からなる陽極導体と、前記陽極導体の表面に形成された誘電体層
と、前記誘電体層の表面に形成されたアミノ基を持つシランカップリング剤層と、前記シ
ランカップリング剤層の表面に形成されたポリアニオンを含む導電性高分子層からなる固
体電解質層を備えた固体電解コンデンサ。
【請求項６】
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　多孔質体の弁作用金属からなる陽極導体と、前記陽極導体の表面に形成された誘電体層
と、前記誘電体層の表面に形成された導電性高分子層からなる第１の固体電解質層と、前
記第１の固体電解質層の表面に形成されたアミノ基を持つシランカップリング剤層と、前
記シランカップリング剤層の表面に形成されたポリアニオンを含む導電性高分子層からな
る第２の固体電解質層を備えた固体電解コンデンサ。
【請求項７】
　前記アミノ基を持つシランカップリング剤が３－（２－アミノエチルアミノ）プロピル
ジメトキシメチルシラン，３－（２－アミノエチルアミノ）プロピルトリエトキシシラン
，３－（２－アミノエチルアミノ）プロピルトリメトキシシラン，３－アミノプロピルジ
エトキシメチルシラン，３－アミノプロピルトリエトキシシラン，３－アミノプロピルト
リメトキシシランのいずれかであることを特徴とする請求項５または６に記載の固体電解
コンデンサ。
【請求項８】
　前記シランカップリング剤層の厚みが３００ｎｍ以下（０を含まず）であることを特徴
とする請求項５から７のいずれかに記載の固体電解コンデンサ。
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